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Охорона інтелектуальної власності 
IPR1, IPR3

Рівень готовності розробки. 
Пропозиції до комерціалізації
IRL5, TRL4
Виготовлення на замовлення

Характеристики

Параметри
Технічні показники 
пристрою на основі

GaAs Si

Плазмон-активний 
метал Au
Робоча довжина хвилі 
світла λ, нм 600—830 600—1000
Максимальна поляри-
заційна чутливість 
(λ = 750 нм), Ip/Is 6 :1 3:1
Кутова півширина мак-
симуму резонансу, ΔΘ 4,5°
Фоточутливість у мак-
симумі резонансу, A/Вт 0,12

Переваги
Аналогів в Україні не існує. В порівнянні зі 
світовими аналогами відрізняється пласкою 
межею поділу між золотом і напівпровідни-
ком, що покращує резонанс удвічі, зменшує 
поверхневу рекомбінацію і темнові струми. 
ППФ у порівнянні з призмовими системами 
для збудження і реєстрації поверхневого плаз-
монного резонансу (ППР) має простішу кон-
струкцію, хороші резонансні властивості та 
малі габарити. Один елемент використовуєть-
ся для збудження ППР і для його реєстрації

Призначення
Реєстрація кута падіння світла, його поляриза-
ції або довжини хвилі. Реєстрація стану при-
поверхневої області фотодетектора як основи 
для побудови високочутливих сенсорів плаз-
мон-поляритонного типу. Для використання 
в оптичних лабораторіях, медицині, біології 
та охороні навколишнього середовища

ПЛАЗМОН-ПОЛЯРИТОННИЙ ФОТОДЕТЕКТОР (ППФ)

Фотографія та СЕМ зображення поверхні (на вставці) 
ППФ Au/GaAs з мікрорельєфом дифракційної ґратки 
з періодом 750 нм

Кутові залежності фотоструму ППФ Au/GaAs (1) 
та Au/Si (2) для р-поляризованого світла

Спектральні характеристики фотоструму ППФ 
Au/GaAs (1,2) та Au/Si (3,4) для світла р-(1,3) та s-(2,4) 
поляризації




